


仪器设备开放共享：校级公共实验平台仪器设备推介
SE-VE型光谱椭偏仪
一、仪器简介
SE-VE型光谱椭偏仪已完成安装、调试，并纳入湖南大学大型仪器共享平台，可预约使用。SE-VE 型光谱椭偏仪可通过对椭偏参数的测量，实现各种光学薄膜的光学特性参数的表征分析，用于各向同性、各向异性薄膜材料的测量表征、材料新特性和新物理现象的描述分析。其主要用途如下：
1) 信息光电子功能材料和器件的光学常数测量，测量对象包括金属、半导体、超导体、绝缘体、非晶体、磁性材料、薄膜材料、电光材料、非线性材料、各向同性材料等；
2) 薄膜材料的表面、界面特性，厚度及粗糙度测量；
3) 借助光学常数，对各种功能材料的组份和结构进行表征、测量和分析；
4) 结合其他仪器可用于各种光学偏振状态的模拟、检测和分析；
SE-VE 型光谱椭偏仪应用领域包括微电子与光电子、光学镀膜、平板显示、LED、生命科学、光伏、纳米科学研究等。可测量分析参数包括：单/多层薄膜膜厚、n&k、禁带宽度、组分、均匀性、电导率、结晶度、粗糙度、纯净度、外延层、材料梯度等。
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图1 SE-VE型光谱椭偏仪实景图
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图2 SE-VE 型光谱椭偏仪结构及功能区域示意图

表1 SE-VE型光谱椭偏仪主要性能指标
	选项
	参数

	测量参数
	椭偏参数：Psi，Delta，N，C，S；

	光谱范围
	400~800nm

	探测光板直径
	2-3mm

	单次测量时间
	全光谱范围0.5~5s（可设定）

	入射角
	65°

	样品台尺寸
	Φ180mm

	膜厚测量范围及精度
	5-800≤±2nm

	重复性精度
	硅基底上约100nm厚度SiO2薄膜样件30次重复测量，膜厚重复性测量误差（1σ）0.05nm


2、 安装地点
汽车车身先进设计制造国家重点实验室一楼，汽车光电材料与器件实验室
3、 预约方式
通过“湖南大学大型仪器设备共享平台”http://sbgx.hnu.edu.cn/网上注册、预约使用。
4、 联系人
梁惠康 （huikang_liang@hnu.edu.cn ; 15528368139）
5、 收费标准
	检测项目
	校内
	校外
	备注

	膜厚检测
	196元/样品
	392元/样品
	单片多次测量（3次以上），根据材料不同选择不同的拟合模型和拟合参数实现精准检测

	[bookmark: _GoBack]薄膜NK值，吸收系数测量
	196元/样品
	392元/样品
	光谱范围为400-800nm
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